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Conhecer as nao-idealidades presentes em circuitos integrados se trata de
um tépico de alta relevancia, principalmente conforme os circuitos ficam cada vez
menores e as nao idealidades ficam cada vez mais aparentes. Em circuitos de
escala nanoscopica, algumas aproximagdes que sdo adequadas para circuitos de
maior escala ndo podem ser aplicadas. E o caso de ruidos ou instabilidades
associados a captura de elétrons. Resumidamente, um transistor MOSFET pode ser
dividido em trés regides semicondutoras dopadas positivamente ou negativamente:
duas extremidades com o mesmo tipo de dopagem e o centro com dopagem
diferente. O canal de gate do MOSFET é conectado a regiao central, sendo que
existe um material isolante entre eles. Quando € aplicada uma tensao no gate do
MOSFET, é formado um canal onde os elétrons conseguem fluir. Idealmente, o
isolante deveria ser uma regido inalcangavel aos elétrons, porém, podem existir
defeitos que se comportam como estados localizados. Os elétrons podem alcancar
estes estados localizados, conhecidos como armadilhas de cargas contidas neste
isolante, causando ruido no comportamento elétrico do transistor. Este fenbmeno é
chamado de Random Telegraph Noise (RTN). Trabalhou-se portanto na descrigao
desta nao idealidade e na posterior avaliacdo de amostras reais para avaliar se os
comportamentos estdo de acordo com o esperado teoricamente. Comprovou-se que
o comportamento estatistico tedrico e pratico eram equivalentes. Posteriormente
iniciou-se a utilizacado do RTN como fonte de entropia para um circuito gerador de
numeros aleatérios verdadeiro (TRNG). O desenvolvimento do dispositivo TRNG
possui duas etapas: A analdgica, que tem como requisito a transformagao de um
RTN em um sinal binario de duracgao aleatéria e a digital, que tem como requisito a
concepgao de um circuito capaz de gerar numeros com base na duragdo de um
sinal de entrada. O trabalho desenvolvido nesta pesquisa teve como resultado a
criagao do circuito digital.



